
温度に依存しないMOS定電流源の安定性解析とスタートアップ回路
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2. MOSの温度特性 3. 提案回路

Startup 回路

DC 解析 VBIAS : 0V～ 5V

バイアス電圧の生成

Feedback process

- 今後の課題

 電源電圧の変動の影響が少なくなるように
回路を改善

 MOS定電流源が起動後、スタートアップ回路
におけるIxを流さずに動作を停止させる

Parameter Value

𝑀𝑃1 ~𝑀𝑃6 W = 800 𝜇𝑚
L = 2 𝜇𝑚

𝑀N1,𝑀N3,

𝑀𝑃7

W = 0.1 𝜇𝑚
L = 2 𝜇𝑚

𝑀𝑃8 W = 2 𝜇𝑚
L = 2 𝜇𝑚

𝑀N6 W = 4 𝜇𝑚
L = 2 𝜇𝑚

𝑀N2 W = 200 𝜇𝑚
L = 2 𝜇𝑚

𝑀N5 W = 25 𝜇𝑚
L = 2 𝜇𝑚

𝑀N4 W = 20 𝜇𝑚
L = 2 𝜇𝑚

R1 5000 [Ω]

R2 1610 [Ω]

R3 1500 [Ω]

VDD 5 [V]

-温度に依存しないMOS定電流源

 SPICEシミュレーションで提案回路の動作と
安定性を示した

-スタートアップ回路

 SPICEシミュレーションでスタートアップ回路
の動作とそれぞれの役割を示した

温度に依存しないMOS定電流源回路

0sから50μsで時間解析

VBIASとV3の大きさが2回逆転⇒安定

回路に電流が安定して
流れ続けるためのV3の

条件を調べる

V3： 最終的に約0.9Vに安定
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出力電流 ばらつき度

-30℃～80℃まで温度解析

出力電流のばらつきを1%以下に抑えた

時間 [μs]

電
流[μ

A
]

電
流[μ

A
]

電
圧[V

]


